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近年、AlN を利用した小型固体 UV 光源の開発が進められている。これらのデバイスでは主に

Al面 AlNが用いられている。一方、N 面 GaN/AlGaN−HEMTでは表面層が GaN であることによ

る低コンタクト抵抗や AlGaN層によるリーク電流の低減といったメリットがあるため、N面 AlN

の研究も進められている[1, 2]。 極性面 AlN の表面再構成に関する理論研究は数多く存在するが

[3, 4]、それらでは最もエネルギー的に安定な再構成表面だけを予測しており各再構成表面の相対

的な安定性は評価されていない。我々は各表面構造が共存する場合の配置エントロピーの影響を

考慮し、成長中の極性面 AlN表面の各再構成構造の存在確率を解析した。この解析結果から表面

吸着原子の相対的な安定性とそこから予測される成長メカニズムについて考察した。 

Figure 1にMOVPE成長中の AlN(0001)、AlN(000−1)表面における各再構成構造の存在確率を示

す。AlN(0001)では一般的な成長温度域においてNおよびAlの吸着原子密度はおよそ一定である。

AlN(000-1)では、1300oC以下において“N(T4) on Al ML”や”NH(T4) on Al ML” の再構成構造（1 ML 

Alの上に N or NHが吸着した構造）が支配的であり高頻度で核生成が起こると予測できる。1300oC

以上では“3H(Top)”が支配的となり、Al と N の吸着原子密度が急減することによって核生成が困

難になると予測できる。講演では V/III比や水素分圧の影響についても議論を行う。 
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Fig. 1. Appearance probability of surface structures on AlN(0001) and (000-1) during MOVPE with pAl = 8 × 

10-6 atm, pNH3 = 2.4 × 10-3 atm (V/III = 300), pH2 = 0.1 atm. 
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